
  Dispositivi Elettronici

          Esercizi proposti

              Propriet à elettriche dei semiconduttori



Esercizio proposto 1
¥ Si consideri un campione di Si drogato tipop

con una concentrazioneNA = 5× 1016 cm−3

¥ Drogaggio uniforme,Nv = 1, 04× 1019 cm−3 e
campione in equilibrio termodinamico a
T = 300 K

¥ Calcolare:
¨ le concentrazioni di portatori liberi
¨ la posizione del livello di Fermi
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Esercizio proposto 2
¥ Si consideri un campione di GaAs aT = 300 K

(Eg = 1, 42 eV, ni = 107 cm−3) drogato con
NA = 1013 cm−3 atomi accettatori e con
ND = 1017 cm−3 atomi donatori

¥ Assumendo cheNc ≈ Nv, e chetutti gli atomi
droganti siano ionizzati,determinare:
¨ n ep

¨ la posizione del livello di Fermi
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Esercizio proposto 3
¥ Si consideri un campione di Si aT = 300 K

(Eg = 1, 12 eV, ni = 1, 45× 1010 cm−3) drogato
conNA = 1018 cm−3 atomi accettatori e con
ND = 1017 cm−3 atomi donatori

¥ Sapendo cheNc/Nv = 1, 54, e assumendo che
tutti gli atomi droganti siano ionizzati,
determinare:
¨ n ep

¨ la posizione del livello di Fermi
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